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第11回電気系科学技術談話会
11th EE Forum on Science and Technology

講演者：　宮本　恭幸　教授（電子物理工学専攻）
Speaker: Prof. Yasuyuki MIYAMOTO
 (Department of Physical Electronics)

講演テーマ：「低消費電力かつ高速動作に向けたInGaAs　MOSFET」 
Title：” InGaAs MOSFET toward high-speed/low-power application”
日時：2015年4月22日(水)　17:30－18:30
場所： 南４号館Ｓ４２１講義室
Date and time: 17:30-18:30, April 22 (Wed), 2015
講演要旨：
論理回路の低消費電力かつ高速動作には、低電源電圧でのMOSFETの高いオン電流と低いオフ電流が重要である。テクノロジーブースターによる最近のSi MOSFETの進歩を概説した後、新しいテクノロジーブースターとしての高移動度チャネルの必要性を示す。nMOSFETの高移動度チャネル候補としては、InGaAsが最も有力である。InGaAsMOSFETで高電流密度を得るために、強くドーピングしたInPソースを導入し、ドレイン電圧0.5Vで2.4mA/umを得たことを報告する。また、低いオフ電流と高いオン電流を実現するためにInGaAsトンネルFETにGaAsSbソースを導入した。計算からは、ドレイン電圧0.5Vで、オン電流600 μA/μm とオフ電流10 pA/μmの両立が望める。作製されたGaAsSb/InGaAs垂直トンネルFETのサブスレッショルドスロープのメサ幅依存性は理論での予測と一致した。
Abstract: 
A high on-current (Ion) and low off-current (Ioff) of MOSFET at low supply voltage are important for high speed/low power consumption in logic application. After brief introduction of recent progress of Si MOSFET by technology booster, requirement of high-mobility channel as new technology booster is explained. As a candidate of high-mobility channel for nMOSFET, InGaAs is most promising. To show a high Ion in InGaAs MOSFETs, heavily doped InP source is introduced and ID = 2.4 mA/μm at VD = 0.5 V was observed. To realize low Ioff and high Ion, GaAsSb source was introduced in InGaAs tunnel FET (TFET). Simulated TFET shows Ion of 600 μA/μm and Ioff of 10 pA/μm  at VD = 0.5 V. Dependence of  sub-threshold slope on mesa width can be explained by the simulation.

PAGE  

